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効果の強弱が H+<<Li+< Na+< Cs+≤ Rb+≤ K+の順であることを示した。 




W/O マイクロエマルションのサイズが増加することを示した。静電遮蔽効果の強弱は W/O マイクロエ
マルションの時間安定性にも大きな影響を及ぼし，静電遮蔽効果が強いほど相分離を生じることなく
単相の W/O マイクロエマルションを維持する時間が長いことを明らかにした。 






果が弱い H-AOT を用いた系では，2.8 mol/dm3 以上の高濃度の電解質を含有する W/O マイクロエマル
ションの調製が可能であることが挙げられる。 



















界面活性剤 AOT の親水基に対する静電遮蔽効果の強弱が H+<<Li+< Na+< Cs+≤ Rb+≤ K+の順である













にした。特質すべき事項として、静電遮蔽効果が弱い H-AOT を用いた系では、2.8 mol/dm3 以上
の高濃度の電解質を含有する W/O マイクロエマルションの調製が可能であることが挙げられる。








が示された点で学術的に興味深い。得られた成果は AOT 以外の界面活性剤を用いた W/O マイク
ロエマルションにも適用可能と考えられ、対イオンの静電遮蔽効果を考慮することでナノ粒子の合成、
酵素反応、DDS などにおける W/O マイクロエマルションの産業利用のさらなる促進が期待される。
以上により、本論文は博士（工学）に十分値するものと判定される。 
